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Relatorio Descritivo da Patente de Invengao para "METODO DE
FABRICAGCAO PARA CELULA FOTOELETROQUIMICA DE SEMICON-
DUTOR E CELULA FOTOELETROQUIMICA DE SEMICONDUTOR".
ANTECEDENTES DA INVENCAQ '

"CAMPO DA INVENCAOQ
A presente inven¢éo refere-se a um método de fabricagao para

uma célula fotoeletroquimica de semicondutor € uma célula fotoeletroquimi-
ca de semicondutor, e em particular a um método de fabricagao para uma
célula fotoeletroquimica de semicondutor que tem efeitos de fotocatalisador

e uma célula fotoeletroquimica de semicondutor a qual é fabricada de acordo

com este método.
DESCRICAO DA TECNICA RELATIVA
Quando a luz atinge um Unico cristal ou particulas microscopicas

‘de um semicondutor de 6xido do tipo N tal como o éxido de titanio em uma

solucdo de eletrélito como mostrado na Figura 5, os elétrons em uma banda

 de valéncia (V.B) sdo excitados e movem-se para uma banda de conduc¢ao

f(C.B). Uma reagdo de oxidagdo (Red — Ox) ocorre na vizinhanga de furos

:(h’“) dos quais os elétrons foram removidos na banda de valéncia enquanto

- uma reagdo de reducio (Ox — Red) ocorre na vizinhanga da banda de con-

ducio onde os elétrons excitados (e’) existem.

Na interface de contato entre a solugao de eletrolito e o semi-
condutor, no entanto, a banda curva devido a uma barreira de Schottky, de
modo que nenhuma reagéo de redugédo ocorra a menos que os elétrons mo-
vam-se sobre esta barreira. Portanto, somente uma ligeira quantidade de
elétrons contribui para a reagao de redugéo, e consequentemente, a reagao
de oxidagao ocorre somente ligeiramente.

Foi esclarecido em 1972, no entanto, que a eletrdlise de agua
devido & luz pode ser induzida pela utilizagdo de platina para o contra-
eletrodo em uma célula fotoeletroquimica de semicondutor (NATURE vol.
238, N2 5358, pp. 37-38 (1972)). Além disto, é conhecido que efeitos simila-
res podem ser conseguidos conectando os eletrodos de platina a um unico
cristal de éxido de titanio ou fazendo com que particulas microscopicas de
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6xido de titanio carreguem particulas microscopicas de platina (CHEMICAL
PHYSICS LETTERS vol. 88, N2 1, pp. 50-54 (1982)). Neste caso, a platina €
feita ser carregada utilizando um método onde a substancia conseguida pela
redug¢do de 6xido de titanio imerso em um 4cido platinico com formaldeido é
aquecida a uma alta temperatura.

De acordo com a técnica anterior acima descrita, no entanto, em
qualquer caso, a platina onerosa € utilizéda para os eletrodos, e 0 método de
fabricagdo para os eletrodos é também complicado, de modo que é dificil
dizer que a técnica € pratica. Apos as descobertas acima descritas, um dos
presentes inventores desenvolveu um método de acordo com o qual o titanio
é queimado a 700 °C a 800 °C e por meio disto um semicondutor do tipo N
que tem um cristal do tipo de anatésio pode ser gerado, e o titanio é quei-
mado a 1200 °C a 1500 °C e por meio disto um semicondutor do tipo N que
tem um cristal do tipo de rutilo pode ser fabricado (Publicacdo de Patente
Ndo Examinada Japonesa Numero H6 (1994)-90824), mas neste caso, efei-
tos de fotocatalisador eficientes n&o podem ser providos pela mistura de
uma quantidade apropriada de metal de titinio em uma camada de Oxido de
titdnio que é formada sobre a superfl'cvie apos a queima.

Mais ainda, apesar de uma invengéo relativa a um método para
fabricar um material de fotocatalisador executando uma oxidagdo anodica
sobre o metal de titanio e queimando isto em uma atmosfera de 500 °C ter
sido proposta (Publicagdo de Patente Nao Examinada Japonesa Numero
2000-271493), o pré-processamento & complicado, e assim, este ndo pode
ser dito ser um método simples ou pratico. '
SUMARIO DA INVENCAO

Portanto, um objetivo da presente invengao é de prover, em vista

dos problemas com a técnica anterior acima descrita, um método de fabrica-
¢do para uma célula fotoeletroquimica de semicondutor a qual pode ser fa-
bricada de acordo com um método simples sem utilizar um metal precioso
oneroso e que tem excelentes efeitos de fotocatalisador, assim como uma
célula fotoeletroquimica de semicondutor que é fabr_icada de acordo com

este método.
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O objetivo acima descrito é conseguido pelas invengbes de a-
cordo com as reivindicagdes. Isto quer dizer, 0 método de fabricagao para
uma célula fotoeletroquim‘ica de semicondutor de acordo com a presente
invengdo esta caracterizado por prover tal configuragao que uma base feita
de titdnio ou de uma liga de titanio é queimada em uma atmosfera de 700 °C
a 1000 °C com uma taxa de aumento de temperatura ndo menor do que 5
°C/segundo, de modo que uma camada de éxido de titanio seja formada so-
bre a superficie e o metal de titdnio é misturado na camada de 6xido de tita-
nio acima descrita.

Nesta configuracdo, uma célula fotoeletroquimica de semicondu-
tor que tem excelentes efeitos de fotocatalisador na qual nenhum material
oneroso tal como um metal precioso é utilizado para um eletrodo, € uma re-
acao de fotocatalisador é qual é mais reativa do que aqueles conseguidos na
técnica anterior ocorre quando irradiada com luz, de modo que uma grande
corrente eletromotora flui, pode ser conseguida.

Como mostrado na Figura 1, o metal de titanio esté adjacente ao
oxido de titanio na estrutura de uma célula de acordo com a presente inven-
¢ao, e portanto, na interface, nenhuma barreira de Schottky como aquela na
interface de contato entre a solugéo de eletrdlito e o semicondutor é forma-
da, e portanto, os elétrons que recebem a energia luminosa podem ser fa-
cilmente excitado para uma banda de condugdo, uma reagdo de redugao
eficiente ocorre na porgdo de metal de titinio, e uma reacdo de oxidaga@o
eficiente ocorre na porgao de semicondutor. Isto é diferente da técnica ante-
rior, onde, como mostrado na Figura 5, uma barreira de Schottky é formada
na totalidade da interface de contato entre a superficie inteira do semicondu-
tor e a solugdo de eletrélito. Consegentemente, no caso da célula de acordo
com a presente invengao, a eficiéncia da reagao de fotocatalisador torna-se
significativamente mais alta em comparagao com a técnica anterior, de modo
que uma maior corrente eletromotora € gerada para a mesma intensidade de
luz irradiada, ou uma reagao de fotocatalisador eficiente ocorre para uma
menor quantidade de luz irradiada. Em um caso onde a temperatura para a
queima é mais baixa do que 700 °C, a eficiéncia de geragéo de oOxido de ti-
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tanio como um semicondutor de 6xido do tipo N é fraca, e efeitos de fotoca-
talisador suficientes ndo podem ser conseguidos, € em um caso onde a
temperatura de queima excede 1000 °C, os efeitos de fotocatalisador tam-
bém ndo podem ser conseguidos. A temperatura para a queima de preferén-
cia excede 810 °C e ndo é mais alta do que 1000 °C. Além disso, em um
caso onde a taxa de aumento de temperatura no tempo da queima € mais
baixa do que 5 °C/segundo, uma quantidade apropriada de metal de titanio
nao pode ser misturada na camada de éxido de titanio que é gerada sobre a
superficie da base apds a queima, o que néo é préfen’vel.

Como um resultado, um método de fabricagdo para uma célula
fotoeletroquimica de semicondutor a qual é fabricada de acordo com um mé-
todo simples sem utilizar um metal precioso oneroso e tem excelentes efei-
tos de fotocatalisador, podem ser providos.

Além disso, o método de fabricagdo para uma célula fotoeletro-
quimica de semicondutor de acordo com a presente invengao pode ser ca-
racterizado por provér tal configuragdo que uma base feita de titanio ou uma
liga de titanio é queimada em uma atmosfera de 900 °C a 1000 °C para for-
mar uma camada de 6xido de titanio sobre a superficie, e apds isto, tempe-
rada em agua fria para misturar o metal de titanio na camada de Oxido de
titanio acima descrita. _

Também nesta configuragdo, uma célula fotoeletroquimica de
semicondutor que tem excelentes efeitos de fotocatalisador na qual nenhum
material oneroso tal como um metal precioso é utilizado para um eletrodo e
uma reagéo de fotocatalisador que tem uma atividade mais alta do que a-
quela conseguida na técnica anterior ocorre quando irradiada com luz, e
uma grande corrente eletromotora flui, pode ser conseguida. Neste caso, a
temperatura de queima ¢ alta, e portanto, a camada de revestimento de Oxi-
do gerada que tem altas propriedades de isolamento pode ser facilmente
removida através de témpera, de modo que o metal de titdnio pode ser mis-
turada na camada de 6xido de titdnio na estrutura inferior. E de preferéncia
que tal agua fria ndo esteja mais quente do que 10 °C.

E preferido adicionalmente executar um processamento mecani-
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co de modo a remover parcialmente a camada de 6xido de titdnio gerada
acima descrita, de modo que a area de superficie de metal de titanio na ca-
mada de 6xido de titanio acima descrita torna-se 10% a 30%.

Nesta configuragdo, a camada de metal de titdnio pode ser se-
guramente exposta da camada de ¢xido de titanio. Por meio disto, para o
processamento mecénico, tal método para remover parcialmente a camada
de 6xido de titanio criando fendas utilizando um polidor ou similar ou limando
ou cortando a superficie da camada de dxido de titanio utilizando um gabari-
to tal como uma lima ou uma ferramenta de corte, pode ser adotado. Além
disso, no caso onde a area de superficie de metal de titanio foi exposta da
camada de éxido de titanio acima descrita é de 10% a 30% da érea de su-
perficie da camada de 6xido de titanio, efeitos de fotocatalisador estaveis e
eficientes podem ser conseguidos. Em um caso onde a érea de superficie de
metal de titanio € menor do que 10%, é dificil conseguir efeitos de fotocatali-
sador eficientes, enquanto que em um caso onde a area de superficie de
metal de titanio excede 30%, os efeitos de fotocatalisador conseguidos da
camada de Oxido de titanio sdo reduzidos.

A configuragédo da célula fotoeletroquimica de semicondutor de
acordo com a presente inveng&o esta caracterizada pelo fato de que a célula
fotoeletroquimica de semicondutor é fabricada de acordo com um método de
fabricagdo para uma célula fotoeletroquimica de semicondutor de acordo
com qualquer uma das Reivindicagdes 1 a 3.

Nesta configuragdo, uma célula fotoeletroquimica de semicondu-
tor a qual é fabricada em um método simples sem utilizar um metal precioso
oheroso e tem excelentes efeitos de fotocatalisador pode ser provida.
BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

Figura 1 é um diagrama que mostra uma reagéo de fotocatalisa-

dor em uma célula fotoeletroquimica de semicondutor de acordo com a pre-
sente invengao. '

Figura 2 € um fluxograma que mostra esquematicamente um
processo de fabricagdo para a célula fotoeletroquimica de semicondutor da

Figura 1.
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Figura 3 é um diagrama que mostra um método para medir uma
corrente eletromotora nos exemplos e nos exemplos comparativos.

Figura 4 é um grafico que mostra uma mudanga em pH que indi-
ca a decomposi¢do de &cido lactico pela célula fotoeletroquimica de semi-
condutor da Figura 1.

Figura 5 € um diagrama que mostra uma reacdo de fotocatalisa-
dor na célula fotoeletroquimica de serhicondutor de acordo com a técnica
anterior.

DESCRICAO DETALHADA DAS MODALIDADES PREFERIDAS

As modalidades da presente invengdo estdo descritas em deta-

lhes com referéncia aos desenhos. A Figura 2 é um fluxograma que mostra
esquematicamente um processo de fabricagdo para uma ceélula fotoeletro-
quimica de semicondutor de acordo com a presente modalidade.

O titanio ou uma liga de titanio pode ser utilizado para uma base
utilizada para uma célula fotoeletroquimica de semicondutor de acordo com
a presente modalidade, e uma forma apropriada sua pode ser selecionada
de acordo com a aplicacdo sem nenhuma limitagdo especifica, como forma
de placa, forma de haste ou forma de bulbo. Um exemplo que utiliza o titénio
puro (pureza: ndo menor do que 99,0%) em forma de haste esta citado na
descrigao. ' ,

Primeiro, é preferivel lavar com acido a base feita de titanio em
forma de haste com antecedéncia (N21). A lavagem com &cido pode ser e-
xecutada de acordo com um método convencional, conhecido, por exemplo,
imergindo a base em uma solucdo de &cido hidrofluoridrico a 5% em peso
até 10% em peso por' um periodo de tempo predeterminado.

Apés as manchas e similares sobre a superficie da base serem
lavadas com acido e removidas, a base é suficientemente lavada com agua
(N22) e polida de modo que a superficie torne-se mais lisa, se necessario
(N©3).

Entdao, a base é queimada em uma atmosfera (N°4), de modo
que um filme de revestimento de dxido de titnio seja formado sobre a su-

perficie da base. A temperatura para aquecimento é de 700 °C a 1000 °C, e
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mais de preferéncia, excede 810 °C e ndo é mais alta do que 1000 °C. Tal
temperatura € mantida por um minuto até duas horas, mais de preferéncia 4
minutos até 30 minutos.

Apds manter a base a uma temperatura predeterminada por um
periodo de tempo predeterminado, a base é temperada em agua fria nao
mais quente do que 10 °C (N%), de modo que um rachamento ocorra no
filme de revestimento de 6xido de titdnio que esta formado sobre a superficie
da base, e assim, o filme de revestimento de 6xido é parcialmente removido.
Apesar do filme de revestimento cair naturalmente em muitos casos, este
pode ser mecanicamente removido se necessario. Como um resultado, a
superficie da base tem uma estrutura onde o 6xido de titanio e o metal de
titdnio coexistem. Neste ¢aso, a espessura do filme de revestimento de 6xido
de titdnio e de aproximédamente 0,1 um a 30 um, e mais de preferéncia,
aproximadamente 0,5 um a 10 um.

A seguir, fendas séo criadas sobre a base onde o filme de reves-
timento de éxido de titanio foi formado com um polidor ou similar (n®6). Isto é
para seguramente e estavelmente expor o metal de titanio da superficie da
base, e uma forma e um numero de fendas apropriados podem ser selecio-
nados, e é de preferéncia para criar fendas de tal modo que a area de super-
ficie do metal de titanio exposto torne-se aproximadamente 10% a 30% da
camada de 6xido de titanio. No caso onde a area exposta de metal de titanio
& maior do que isto, os efeitos de fotocatalisador do 6xido de titanio torna-se
menor, o que ndo é preferivel. A etapa de criar fendas, no entanto, néo é
sempre necessaria, e pode ser omitida quando a area exposta de metal de
titanio é feita maior temperando a base apds a base ser queimada a uma
alta temperatura.

EXEMPLOS
TESTE DE QUEIMA
EXEMPLO 1
Uma haste de titanio puro (99,5% por peso) que tem um diame-

tro de aproximadamente 3 mm e um comprimento de aproximadamente 80
mm foi utilizada como uma base. Esta base foi lavada com &cido, isto é, uma
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solugédo de acido hidrofluoridrico, com antecedéncia e seca, € apos isto, a-
quecida e queimada em uma atmosfera de 1000 °C por 4 minutos a 30 minu-
tos a uma taxa de aumento de temperatura de 7 °C/segundo em um forno
elétrico, e entdo temperada em agua fria de aproximadamente 10 °C. Ara-
740 de exposi¢do de metal de titanio sobre a superficie da camada de oxido
de titanio foi encontrada da area de superficie da base apés imagens de rai-
os X de Ti e O foram feitas utilizando ufn EPMA (JXA-8800RM; feito por JE-
OL Ltd.). Neste caso do Exemplo 1, a camada de superficie mais externa
qgue tem altas propriedades isolantes foi removida através da témpera, e a-
proximadamente 20% de metal de titanio foram misturados dentro da cama-

da de 6xido de titanio na porgao de estrutura inferior.

EXEMPLO 2

O mesmo processamento que aquele no Exemplo 1 foi executa-
do, exceto que a taxa de aumento de temperatura foi ajustada para 5
°C/segundo e a temperatura de sinterizagdo foi ajustada para 810 °C. No
Exemplo 2, apesar da camada de superficie mais externa nao ter sido remo-
vida através de témpera, o éxido de titanio sobre a superficie gerada nao
tinha altas propriedades isolantes, e foi descoberto que aproximadamente
20% de metal de titanio foram misturados dentro da camada de Oxido de
titanio quando a estrutura foi observada.
EXEMPLO 3

O mesmo processamento que aquele no Exemplo 2 foi executa-
do, exceto que a temperatu'ra para queim_a foi ajustada para 700 °C. A ca-
mada de superficie mais externa nao foi removida neste exemplo, mesmo
através de témpera, como no-ExempIo 2.
EXEMPLO COMPARATIVO 1

O mesmo processamento que aquele no Exemplo 2 foi executa-
do, exceto que a temperatura para queima foi ajustada para 1200 °C. Neste
caso, apesar da camada de superficie mais alta que tem propriedades iso-
lantes mais altas ter sido removida através de témpera como no Exemplo 1,
praticamente nenhum metal de titanio foi misturado na camada de 6xido de

titanio na porgao de estrutura inferior.
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EXEMPLO COMPARATIVO 2

O mesmo processamento que aquele no Exemplo 2 foi executa-

do, exceto que a temperatura para queima foi ajustada para 500 °C. Neste
caso, a camada de superficie mais alta ndo foi removida mesmo através de
témpera, como nos Exemplos 2 e 3, e a geragdo da camada de xido de
titanio foi insuficiente.

A corrente eletromotora foi medida para cada um dos Exemplos
1 a 3 e dos Exemplos Comparativos 1 e 2 de acordo com o seguinte método.
Isto quer dizer, uma amostra de cada um dos exemplos e exemplo compara-
tivos acima descritos foi colocada dentro de um recipiente que contém uma
solugcao salina de 0,1% como uma solucdo de eletrdlito, e um eletrodo em
forma de haste onde a platina foi depositada sobre o metal de titanio foi utili-
zado como um contra-e|efrodo 2. Como mostrado na Figura 3 (que mostra
somente um exemplo onde a Amostra de Exemplo 1 é utilizada), estes dois
eletrodos 1 e 2 foram eletricamente conectados um no outro através de um
medidor de corrente 3, e isto foi utilizado com a fonte de luz (energia lumino-
sa: hv) de uma lampada fluorescente (6 W), de modo que a corrente que flui
foi‘medida. Os resultados da medicao estdo mostrados na
TABELA 1

Temperatura | Tempo para Corrente
para queima queima fotoeletromotora
(°C) (minutos) (LA)
1000 4 24,0
Exemplo 1
1000 30 9,7
810 , 4 15,8
Exemplo 2
810 30 9,2
700 4 7,2
Exemplo 3
700 30 8,0
1200 4 5,1
Exemplo Comparativo 1
1200 30 6,9
5 4 2
Exemplo Comparativo 2 00 8
500 30 3,3

Pode ser visto da Tabela 1 que uma corrente eletromotora da
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qual o nivel é mais alto do que aquele dos exemplos comparativos foi gerada
nos Exemplos 1 a 3, onde a base foi aquecida a uma temperatura de 700 °C
a 1000 °C por 4 minutos a 30 minutos. E mais preferivel para o caso ser
queimado a 810 °C a 1000 °C.
EFEITOS DA TEMPERA

A seguir, a Tabela 2 mostra 0s resultados de medi¢do de uma

corrente eletromotora no caso onde a amostra da Modalidade 1 foi tempera-
da em agua fria ndo mais quente do que 10 °C , assim como no caso onde a
amostra foi naturalmente resfriada na atmosfera apos ter sido retirada do
forno. No caso onde a amostra ndo foi temperada apds ser queimada a 1000
°C, um espesso filme de revestimento de 6xido de titanio cobriu a superficie,
impedindo que uma quantidade apropriada de 6xido de titanio fosse mistura-
da em um metal de titanio, e uma grande corrente eletromotora néo pode ser

gerada.
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Além disso, no caso onde a temperatura para a queima era de 700 °C
a 810 °C, apesar de nenhum filme de revestimento de &xido de titanio ter
sido removido através da témpera, uma quantidade apropriada de oxido de
titanio e de metal de titdnio pdde ser misturada dentro da superficie, e uma
grande quantidade de corrente fotoeletromotora pode ser gerada, devido a
alta taxa de aumento de temperatura (ndo menos do que 5 °C/segundo), a-
lém do acima. - |
EFEITOS DA TAXA DE AUMENTO DE TEMPERATURA

A Tabela 3 mostra os efeitos da taxa de aumento de temperatu-

ra. No caso onde a taxa de aumento de temperatura foi mais baixa do que 5
°C/segundo quando a base foi queimada em uma atmosfera de 700 °C a
1000 °C, uma quantidade apropriada de metal de titanio ndo pode ser mistu-
rada na camada de éxido de titanio que foi gerada sobre a superficie da ba-
se apds a queima, e uma grande quantidade de corrente fotoeletromotora
ndo pdde ser gerada. Especificamente, no caso mais baixo do que 900 °C
(700 °C a 810 °C), uma grande quantidade de corrente fotoéletromotor_a nao
pdde ser gerada quando a taxa de aumento de temperatura era baixa.

TABELA 3 |

Temperatura | 16MPO Taxa de Corrente fo-
para ~ .para aumento de toeletromotora
queima queima temperatura ' (uA) (quando
(°C) (minutos) | (°C/segundo) temperado)
1000 4 7 24,0
Exe;“p'o 1000 30 7 9,7
1000 30 0,5 8,6
: 810 4 5 15,8
Exe;“ plo 810 30 5 9,2
810 30 0,5 4,6
700 : 4 5 7,2
Exe;“pb 700 30 5 8,0
700 30 0,5 3,6
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TESTE DE DECOMPOSICAQO DE ACIDO LACTICO

A seguir, um teste de decomposi¢do de acido lactico foi execu-

tado utilizando a amostra do Exemplo 2 acima descrito (do qual o tempo pa-
ra queima foi de 4 minutos). O 4cido lactico foi diluido a 0,01% com 0,3Mde
uma solugéo de sulfato de potassio, e mais ainda, hidréxido de sodio foi adi-
cionado, e por meio disto, o pH foi ajustado para 5,7. A amostra do Exemplo
2 foi colocada dentro de 2 ml de dessa solugdo de écido lactico, e esta foi
irradiada com luz de uma lampada quimica de 20 W de uma distancia de 2,5
cm (A). O pH foi medido utilizando um medidor de pH comercialmente dis-
ponivel (M-8, feito por Horiba, Ltd.). Para o propdsito de comparagao, a mu-
danca no pH no caso onde a amostra do Exémplo 2 foi colocada dentro da
solucdo de acido lactico acima descrita, mas esta néo foi irradiada com luz
(B) estad mostrada juntamente com a mudanga em pH de somenfe a solugao
de acido lactico acima descrita (C). Aqui, de modo a acelerar a mistura da
solugdo, um borbulhamento com oxigénio foi utilizado. A Figura 4 mostra a
mudanca no pH durante o curso de irradiagao neste caso.

Pode ser visto da Figura 4 que a decomposi¢éo do acido lactico
na: solugdo de &cido lactico dentro da qual a amostra do Exemplo 2 acima
descrito foi colocada, progrediu quando irradiada com luz, e neste caso, po-
de também ser visto que a reagéo de fotocatalisador com certeza progrediu.
Neste caso, o acido lactico decompds através de uma reacéo de fotocatali-
sador de modo a mudar para acido pirdvico, como mostrado nas seguintes
férmulas. Mais ainda, os ions de hidrogénio gerados foram reduzidos por
elétrons (e’) em uma banda de condugdo de metal de titanio, e o pH aumen-
tou.

CH;CHOHCOOH+2p*— CH3COCOOH+2H*

CH3;COCOOH+2H*+2e” — CH3;COCOOH+H:

OUTRAS MODALIDADES

(1) Apesar do titanio puro ser citado como um exemplo de uma

base na descricdo das modalidades acima descritas, varios tipos de ligas de
titanio, tais como as ligas de titanio - aluminio - vanadio, as ligas de titanio -

molibdénio - zirconio e as ligas de titanio - aluminio - estanho podem ser uti-
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lizadas como a base da presente invengéo.
(2) Uma célula fotoeletroquimica de semicondutor de acordo

com a presente invengdo pode ser amplamente utilizada na industria alimen-
ticia, na industria quimica, na industria médica, na industria de equipamentos

ambientais e similares, devido aos seus efeitos de fotocatalisador.
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REIVINDICAGOES

1. Método de fabricagdo para uma célula fotoeletroquimica de
semicondutor, que compreende as etapas de:

queimar uma base feita de titanio ou de uma liga de titanio em
uma atmosfera de 700 °C a 1000 °C a uma taxa de aumento de temperatura
niao menor do que 5 °C/segundo, de modo que uma camada de Oxido de
titanio seja formada sobre a superficie, e assim, misturando o metal de tita-
nio dentro da dita camada de 6xido de titanio.

2. Método de fabricagdo para uma célula fotoeletroquimica de
semicondutor, de acordo com a reivindicagao 1, em que

a base é resfriada em agua fria ndo mais quente do que 10 °C
ap6s uma camada de Oxido de titanio ter sido formada sobre a superficie
através da queima. '

3. Método de fabricagdo para uma célula fotoeletroquimica de

semicondutor, de acordo com a reivindicagao 1, em que

um processamento mecanico é adicionalmente executado de
modo a remover parcialmente a dita camada de 6xido de titanio que foi ge-
rada, de modo que a area de superficie de metal de titanio na dita camada
de dxido de titanio torna-se 10% a 30%.

4. Método de fabricacdo para uma célula fotoeletroguimica de
semicondutor, que compreende as etapas de:

queimar uma base feita de titanio ou uma liga de titanio em uma
atmosfera de 900 °C a 1000 °C de modo que uma camada de 6xido de tita-
nio seja formada sobre a superficie; e

apos isto, temperar a base em &gua fria de modo que o metal de
titanio seja misturado na dita camada de éxido de titanio.

5. Método de fabricagdo para uma célula fotoeletroquimica de
semicondutor, de acordo com a reivindicagao 4, em que

a base é resfriada em &gua fria ndo mais quente do que 10 °C
apés uma camada de éxido de titanio ter sido formada sobre a superficie
através da queima.

6. Método de fabricagdo para uma célula fotoeletroguimica de
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semicondutor, de acordo com a reivindicacao 4, em que

um processamento mecanico € adicionalmente executado de
modo a remover parcialmente a dita camada de 6xido de titdnio que foi ge-
rada, de modo que a area de superficie de metal de titanio na dita camada
de oxido de titanio torna-se 10% a 30%.

7. Célula fotoeletroquimica_de semicondutor, que compreende

uma base feita de titdnio ou de uma liga de titanio a qual é quei-
mada em uma atmosfera de 700 °C a 1000 °C a uma taxa de aumento de
temperatura nao menor do qUe 5 °C/segundo, por meio de que uma camada
de 6xido de titanio é formada sobre a superficie, e assim, o metal de titanio é
misturado na dita camada de éxido de titanio.

8. Célula fotoeletroquimica de semicondutor de acordo com a
reivindicagao 7, em que

a base é resfriada em agua fria ndo mais quente do que 10 °C
ap6s uma camada de 6xido de titanio ter sido formada sobre a superficie
através da queima de modo que o metal de titdnio é misturado na dita ca-
mada de 6xido de titanio.

9. Célula fotoeletroguimica de semicondutor, que compreende

uma base feita de titdnio ou uma liga de titanio a qual é queima-
da em uma atmosfera de 900 °C a 1000 °C de modo que uma camada de
6xido de titanio seja formada sobre a superficie; e

um metal de titanio o quai é, apos isto, misturado na dita camada
de éxido de titanio temperando a base em agua fria.

10. Célula fotoeletroguimica de semicondutor de acordo com a
reivindicagao 9, em que |

a base é resfriada em &gua fria ndo mais quente do que 10 °C
apés uma camada de 6xido de titanio ter sido formada sobre a superficie
através da queima de modo que o metal de titanio é misturado na dita ca-

mada de 6xido de titanio.
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RESUMO
Patente de Invengdo: "METODO DE FABRICAGAO PARA CELULA FO-
TOELETROQUIMICA DE SEMICONDUTOR E CELULA FOTOELETRO-
QUIMICA DE SEMICONDUTOR".

A presente invengao refere-se a um método de fabricacao para
uma célula fotoeletroquimica de semicondutor, que compreende as etapas
de queimar uma base feita de titAnio ou de uma liga de titanio em uma at-
mosfera de 700 °C a 1000 °C a uma taxa de aumento de temperatura nao
menor do que 5 °C/segundo, de modo que uma camada de Oxido de titénio
seja formada sobre a superficie, € assim, misturando o metal de titdnio den-

tro da dita camada de 6xido de titanio.
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